Фотоэлектрические свойства нового донорно-акцепторного соединения на основе индоло[3,2-b]карбазола
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Структурный фрагмент 5,11-дигидроиндоло[3,2-b]карбазола (ИКЗ) в последние годы активно используется как составная часть новых органических соединений, синтез которых направлен на создание функциональных материалов молекулярной электроники. Сочетание в одной сопряженной системе электроноакцепторного 1,2,4,5-тетразинового цикла с донорным фрагментом ИКЗ способно придать соединению уникальные фотоэлектрические свойствами. 
В работе исследованы фотофизические и электронные свойства соединений на основе индоло[3,2-b]карбазола и 1,2,4,5-тетразина. С помощью методов электронной спектроскопии и ультрафиолетовой фотоэлектронной спектроскопии определены уровни энергий внешних молекулярных орбиталей (ВЗМО и НСМО). Для оценки зарядо-транспортных свойств нового соединения была измерена подвижность носителей заряда в тонких слоях с помощью метода MIS-CELIV [1]. Подвижность электронов и дырок имеет относительно высокие значения порядка 10-4 см2В-1с-1, что превышает на 2 порядка величины значения подвижности в производных тиено[3,2-b]индола [2] и на 1 порядок величины – в собственно индоло[3,2-b]карбазоле [3]. Значения подвижности электронов и дырок сравнимы по величине и, при этом, зависят от растворителя, который был использован для формирования тонкой пленки из раствора. Эти особенности нового соединения имеют важное значение для настройки зарядо-транспортных свойств тонких пленок при разработке электронных устройств на их основе.
Работа выполнена при поддержке РФФИ проект № 18-29-23045 мк.

Литература
1. V. V. Malov, T. Ghosh, V. C. Nair, M. M. Maslov, K. P. Katin, K. N. Narayanan Unni, A. R. Tameev, Mendeleev Commun., 2019, 29, 218.

2. А. Е. Александров, А. Р. Тамеев, А. С. Степарук, Р. А. Иргашев, Г.Л. Русинов. Новые π-сопряженные производные тиено[3,2-b]индола и подвижность носителей заряда в их тонких пленках // Изв. АН, Сер. хим. 2019. N.6. Сc.1204-1207.

3. В. М. Светличный, Е. Л. Александрова, Л. А. Мягкова, Н. В. Матюшина Т. Н. Некрасова, А. Р. Тамеев, С. Н. Степаненко, А. В. Ванников, В. В. Кудрявцев, Физика и техника полупроводников, 2010, 44, 1629-1635.
